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背景 深紫外 LEDの下地層 AlNと基板の格子不整合から発生する転位が発光層まで伝搬すると発

光効率は低下する。我々のグループでは AlNの高温MOVPE成長により、格子不整合率が約 13 %

の c面サファイア基板上で転位密度108 /𝑐𝑚2台前半の低転位化を達成している[1]。さらなる低転

位密度の実現には、AlN との格子不整合率が約 1 %と小さい SiC 基板上の成長が候補として挙が

る。しかし、水素雰囲気下での高温状態では、SiC表面の Siの離脱による意図していないグラフ

ェンの形成が懸念される[2]。また、SiC 基板の成長には 4°off の大きなオフ角が用いられる[3]。

c 面サファイア基板上における AlN の高温 MOVPE 成長では、低転位化には微小なオフ角が必要

であることから SiC 基板上の場合も同傾向になることが予想される[4]。そこで本研究では、0°

offと 4°offの SiC基板上に MOVPE法によって高温で AlN の成長を行い、水素雰囲気下での高

温状態における SiC基板上 AlNの結晶性とそのオフ角依存性を調査した。 

実験方法 本研究では、水素雰囲気下での高温状態における 0°offと 4°offの SiC基板上 AlNの

結晶性を調査した。約 1 cm角にした 0°offと 4°offの Si面 SiC基板上に AlNの成長を行った。

TMAの供給量を 341.4 μmol/min、NH3の供給量を 44.6 mmol/min、Ⅴ/Ⅲ比 130.8の条件で AlNを 15

分成長させた。このときの成長温度を 1600 ℃から 1750 ℃まで変化させ、各温度による AlN の

結晶性を XRD (0002)面のω測定において半値全幅を評価した。 

実験結果 図 1は各温度における 0°offと 4°offの

SiC 基板上 AlN の XRD (0002)面の半値全幅を示し

ている。赤色のプロットが 0°off、黒色のプロット

が 4°off の SiC 基板上 AlN のものである。0°off 

SiC 基板上 AlN は成長温度を下げることで結晶性

が良化していく傾向が得られた。これは成長温度を

下げることで意図しないグラフェンの形成が抑制

されたことによるものだと考えている。一方で 4°

off SiC基板上 AlNは 0°off SiC基板上のものと比

べて、1700 ℃までは結晶性が悪化しているが、

1750 ℃の成長で同程度となることが確認された。 
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Fig.1 Temperature dependence of XRD FWHM  

in the (0002) plane 
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